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Sposéb wytwarzania cienkich warstw dielel:itrycznych
na podtozach izolacyjnych

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania cienkich warstw dielektrycznych na podtozach izolacyj-
nych, znajdujacych zastosowanie w wytwarzaniu cienkowarstwowych kondensatoréw do mikroelektronicznych
obwodéw hybrydowych oraz linii typu RC o statych roztozonych.

Znane sposoby wytwarzania cienkich warstw dielektrycznych polegaja na anodowym utlenianiu cienkiej
folii aluminiowej lub warstwy aluminium uprzednio naniesionej na podtoze izolacyjne. Podczas elektrochemicz-
nego utleniania cienkich warstw aluminium powstaja duze naprezenia w tlenku, powodujace zrywanie si¢ warstw
z podtoza, wskutek czego maksymalna grubosé tlenku jest ograniczona do 100 nm. Préby poprawy przyczepno-
§ci warstw przez zwigkszenie szybkoéci nanoszenia i podniesienie temperatury podtozy, wywotuja natomiast
niekorzystny efekt zwigkszania si¢ tekstury krystalicznej warstw aluminium. Prowadzi to do powstawania w ano-
dowym tlenku wielu punktéw nieodpornych na przebicie elektryczne.

Z powyiszych wzgledéw znane sposoby otrzymywania warstw dielektrycznych na bazie cienkich warstw
aluminium nie znajduja zastosowania na skale przemystows.

Znane sa takZe sposoby wytwarzania cienkich warstw dielektrycznych na podtozach izolacyjnych przez
anodowe utlenianie uprzednio naniesionej na podtoZe warstwy tantalu. Dielektryk uzyskany tym sposobem
charakteryzuje si¢ jednak gorszymi od warstwy tlenku aluminium parametrami elektrycznymi, zwtaszcza wigksza
stratnoscig dielektryczng. ‘

Przedmiotem wynalazku jest spos6b wytwarzania cienkich warstw dielektrycznych na podtozach izolacyj-
nych polegajacy na prézniowym ich nanoszeniu na podtoZe i nastgpnie poddawaniu utlenianiu anodowemu.
Istota wnalazku polega na tym, ze jako material wyjéciowy na warstwe stosuje si¢ stop tytan-aluminium o zawar-
tosci tytanu do 10% wagowych, grubo$é warstwy ustala si¢ w granicach 500—1000 nm, za$ utlenianie anodowe
prowadzi si¢ przy napig¢ciu od kilkunastu do 350 V.

Podczas badan okazato sie, Ze jezeli dielektryczne podloze pokryje si¢ préZniowo warstwg stopu tytanu
w aluminium o matej zawartosci tytanu, to uzyskuje si¢ dobra przyczepnos$é warstwy do podtoza umozliwiajaca
wykonywanie grubej warstwy dielektrycznej do 500 nm, na ktérej naniesione warstwy metaliczne mogg by¢



2 120 607

cynowane bez obawy oderwania struktury dielektrycznej od podtoza. Wprowadzenie tytanu jako domieszki do
czystego aluminium nie powoduje niekorzystnych zmian w trakcie utleniania anodowego. Parametry dielektrycz-
ne uzyskiwanych warstw tlenku s poréwnywalne z parametrami tlenku czystego aluminium.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przyktadowym wykonaniu, dotyczacym wytwarzania cienko-
warstwowych kondensatoréw na podtozu ze szkta amorficznego lub grubokrystalicznego. Podtoze to pokrywa
si¢ stopem tytan-aluminium z mieszaniny o proporcji wagowej 5% tytanu w aluminium, przez odparowanie
w prézni lepszej niz 10~ Tr, z szybkoscia wigksza niz 10 nm/s. Temperature podtoza podczas nanoszenia war-
stwy utrzymuje si¢ na statym poziomie 423°K. Po wytworzeniu warstwy o grubosci 600 nm poddaje si¢ ja
anodowemu utlenianiu, aZz do otrzymania warstwy tlenku o grubosci 300 nm. Utlenianie wykonuje si¢ w 17%
roztworze pigcioboranu amonu w glikolu etylenowym, przy nastgpujacych parametrach procesu: — temperatura
300°K, gestosé¢ pradu 0,5 mA/cm?, czas 14 minut, po czym stosuje si¢ anodyzacj¢ statonapigciowa przez czas
40 minut, przy napi¢ciu 320 V. Na warstwe kontaktowa do kondensatoréw stosuje si¢ chromonikiel-nikiel, ktéra
nanosi si¢ metoda naparowywania w tych samych warunkach prézniowych, przy temperaturze podtoza 393°K.

- Wytworzone w ten sposéb struktury pojemnosciowe charakteryzuja si¢ nastgpujacymi parametrami elek-
trycznymi:

Napiecie przebicia —Up=100V

Tangens kata strat —tg8<65-10™*
Temperaturowy wsp6tczynnik pojemnosci — TWC < + 500 - 107¢[°/K
Wzgledna stata dielektryczna —E <9

Zastrzezenie patentowe

Sposéb wytwarzanie cienkich warstw dielektrycznych na podtozach izolacyjnych, polegajacy na préznio-
wym ich nanoszeniu na podtoze i nastepnie poddawaniu utlenianiu anodowemu, znamienny tym, ze
jako material wyjsciowy na warstwe stosuje si¢ stop tytan-aluminium o zawartosci tytanu do 10% wagowych,
grubo$é warstwy ustala si¢ w granicach 500—1000 nm, za$ utlenianie anodowe prowadzi si¢ przy napieciu od
kilkunastu do 350 V.
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